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SUMILLA

El curso pertenece al area de estudios especificos, es de naturaleza tedrico - practica.

Le permite al estudiante los conocimientos y aplicaciones de los diferentes tipos de dispositivos
electronicos modernos en el ambito del anélisis, disefio, desarrollo yprogramacion de estos.Estos
dispositivos estan tecnoldgicamente en areas de automatizacion industrial, en el campo de las
telecomunicaciones, automotriz, robética, entre otros. El Curso se desarrolla mediante las
unidades de aprendizaje siguientes: |.- Diodos Semiconductores, Il.- Transistores Bipolares de
Union, lll.- Transistores de Efecto de campo, IV.- Dispositivos de potenciay Circuitos Integrados.

COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

3.1

Competencias

Comprueba las caracteristicas tedrico - practicasde los diodos semiconductores.
Compruebalas caracteristicas tedrica practica de los transistores bipolares.
Compruebalas caracteristicas tedrica practica de los transistores de Efecto de campo.
Analiza los circuitos integrados y dispositivos de potencia en el campo industrial



3.2 Capacidades
Explica las caracteristicas diodos semiconductores.
Explica las caracteristicas transistores bipolares

Explica las caracteristicas transistores FET .
Aplica los circuitos integrados y dispositivos de potencia en el campo industrial.

3.3 Contenidos actitudinales

Comprende las caracteristicas tedrico - practicas de los diodos semiconductores.
Comprende las caracteristicas teérica practica de los transistores bipolares.
Comprende las caracteristicas tedrica practica de los transistores de Efecto de campo.
Reafirma loscircuitosintegradosy dispositivos de potencia en el campo industrial

IV. PROGRAMACION DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES



UNIDAD | : DIODOS SEMICONDUCTORES

CAPACIDAD: Comprende las caracteristicas diodos semiconductores

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ;g;’:l's
Iqtroducmon al cu’rso o ' . ' Lectivas (L):
Niveles de Energia, Expone los conceptos y principios fundamentales de Energia y materiales exfrinsecos. —Imroduccién altema - 1 hora
1 Materiales exfrinsecos tfpo P y N. Desarrolo del ema — 1 horas 4
calculo de niveles Calcula los niveles de Energia - .
Identificacién de los materiales que se Pracica de Laborabrias- 2 horas
emplean en el Laboratorio Describir los materiales a utilizar en el laboratorio
Expone los conceptos y principios del diodo Ideal. Lectivas (L):
Diodo ideal, . . Introduccion al tema - 1 hora
2 Construcciéon Basica y Calcula caracteristica del diodo ideal Desarrolo del ema — 1 horas 4
Caracteristicas del diodo. .
Curva Experimental del Diodo en laboratorio Describir los materiales a utilizar en el laboratorio Laboratorio - 2horas
. . L g , . . Lectivas (L):
Parametros de Icg, diodos Resistencia de CD Resuelve y da solucion de Parametros de diodo semiconductor Intoduccion altema - 1 hora
Resistencia en AC o dinamica.
3 Circuito Equivalente. Aplica los conocimientos tedricos para resolver problemas. Desarrollq del tema - 1 horas 4
Aplicacion del Diodo de Silicio en circuitos CD Laboratorio -2 horas
En laboratorio Experimenta la aplicacién de diodo en circuitos CD
Circuitos Equivalentes modelos del diodo. Lectivas (L):
Corrientes de Desplazamiento y de Difusion Expone los conceptos y principios fundamentales del modelo del diodo. . Intoduccion altema - 1 hora
4 efecto de la temperatura en diodos 4
Aplicacion del Diodo de semiconductores En Calcula las corrientes de desplazamiento 'y difusion Desarrollq del tema —1 horas
laboratorio Laboratorio - 2 horas
Experimenta con diodos semiconductores en el laboratorio
Diodo Zener, Caracteristicas. Aplicaciones
Diodo de barrera Schotky. Expone los conceptos y principios fundamentales del diodo Zener.
Diodo Varactores. Diodo de potencia. Lectivas (L):
Diodo Tunel. Calcula las corrientes del Diodo Zener Como Regulador. . Intoduccion altema - 1 hora
5 CurvaExperimental del Diodo Zener y aplicacion Desarrollo del ema — 1 horas 4

en laboratorio

Experimenta con diodos Zener como Regulador en el laboratorio

Comprende las caracteristicas teérico - practicas de los diodos

semiconductores.

Laboratorio - 2 horas




UNIDAD II: Transistores Bipolares de Union

CAPACIDAD: Comprende las caracteristicas del ransistor Bipolar

HORAS
SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Transistor de Union Bipolar.
Operacion del Transistor Lectivas (L):
éclc'oln g\m?hﬁcado,ra del BjTl Transisor del Expone los conceptos y principios fundamentales del Transistor. Inroduccion altema - 1 hora
6 .acuo € os”parametros el Transistor e, Desarrollo del ttema — 1 horas 4
ransisior eny ufiizando manuales en Laboratorio. Calcula las corrientes del transisto Bipolar. Laboratorio - 2 horas
Experimenta los parametros del Transistor en laboratorio
Lectivas (L):
Configuraciones. Base Comun, Introduccién altema - 1 hora
Conﬁguracién’ Emisor Comn. Desarrollo del ema — 1 horas
Colector Comtin Expone los conceptos y principios fundamentales de las configuracién con BJT. Laboratorio - 2 horas
Valores Nominales. Maximos del Transistor.
. Polarizacion CD:BJT Calcula las corrientes del Transistor en sus configuraciones. 4
Curva Experimental del Transistor y aplicacion
en laboratorio Experimenta la curva del fransistor en laboratorio
Comprende las caracteristicas teérico - practicas de los Transistores
bipolares
8

EXAMEN PARCIAL




UNIDAD llI: Transistores de Efecto de campo

CAPACIDAD: Comprueba las caracterisiicas tedrica practca de los transistores de Efecto de campo.

TOTAL
SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE HORAS
Expone los conceptos y principios fundamentales del Transistor FET
Calcula las corrientes del fransistor FET.
TranS|stores'§je Efec’to de Campo. Descripcion Experimenta los parametros del FET en laboratorio Intoduccion altema - 1 hora
Construccion. Graficas
9 Desarrollo del tema — 1 horas

Laboratorio - 2 horas




Polarizacion del FET.
Amplificador J-FET con Auto polarizacion.
Circuitos con polarizacion

Expone los conceptos y principios y polarizacion del FET
Calcula las corrientes del transistor FET.

Experimenta los parametros del FET

Infroduccién altema - 1 hora
Desarrollo del tema - 1 horas

1
0 Laboratorio - 2 horas
Expone los conceptos y principios fundamentales del Transistor.
Calcula las corrientes del transistor.
Polarizacion CD:.c'ieI FET Pplarizacién .Fija..'Punto de || Experimenta midiendo los parametros del FET Intoduccion altema - 1 hora
Operacién. Circuito de polarizacion D o del & 1h
1" Circuitos Amplificadores Utlizando el FEt esarrollo del ema — 1 horas

Laboratorio - 2 horas

Comprende las caracteristicas teérico - practicas de los Transistores
Unipolares FET.




UNIDAD IV: Dispositivos de potencia y Circuitos Integrados

CAPACIDAD: Aplica los circuitos integrados y disposifivos de potencia en el campo industrial.

TOTAL
SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE HORAS
Expone los conceptos y principios fundamentales de los dispositivos de potencia SCR.
Disposifvos de Pofendia Rectificador controlado de silicio
: Calcula las corrientes del SCR.
Rectificador, controlado Operacion Basica.
12 Caracterisicas aplicaciones de Los Disposiivos | gyperimenta midiendo los parametros del SCR en DC Inroduccion altema - 1 hora 6
de Potencia Desarrollo del tema — 1 horas
Laboratorio - 2 horas
Expone los conceptos y principios fundamentales del SCR vy otros dispositvos.
El SCR Actvado por Luz, Calcula las corrientes del diac, UJT.
Diac, Triac. Transistor de Mono union. ’ Introduccion altema - 1 hora
Cir‘cuitos Integrados Monoliico, Mascarillas. Desarrollo del ema — 1 horas
13 Filros Actvos. 6

Experimenta midiendo los pardmetros del SCR

Laboratorio - 2 horas




14

Circuitos Integrados Fabricacion tipos  circuitos
integrados basicos estructuras especiales

Expone los conceptos y principios fundamentales del Circuitos integrados Cl.
Calcula Cantdad o unidades integradas

Experimenta caracteristcas del Cl

Introduccion altema - 1 hora
Desarrollo del tema - 1 horas

Laboratorio - 2 horas
Expone los conceptos y principios fundamentales del Circuitos integrados Cl.
Circuitos Integrados Utlizados en Equipos Lee e Interpreta Planos de Fuentes de Tension y Amplificadores
Electronicos : Fuentes de Tension y Diversos fipos Disefia circuitos reguladores de tension con C| Introduccion altema - 1 hora
15 Amplificadores Desarrollq del tema — 1 horas
Experimenta Implementando Fuentes Reguladas Con Cl Laboratorio - 2 horas
Analiza los circuitos integrados y dispositivos de potencia en el campo industrial
16 EXAMEN FINAL
17 EXAMEN SUSTITUTORIO




V. ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Método Exposiivo — Interactivo. Disertacién docente, parficipacion activa del estudiante.

Método de Discusiéon Guiada. Conduccion del grupo para abordar situaciones y llegar a conclusiones.
Método de Demostracion — Ejecucion. El docente ejecuta para demostrar como y con qué se hace y el
estudiante ejecuta, para demostrar lo que aprendio.

V. RECURSOS Y MATERIALES

Equipos: Computadora personal para el profesor y computadora personal para cada estudiante, Ecran,
proyector de mulimedia.

VL. EVALUACION DEL APRENDIZAJE
El promedio final se obtiene del modo siguiente:

PF =EP +2EF +2PP/5

PF = Promedio Final

EP = Examen Parcial

EF = Examen Final

PE = Promedio de Evaluaciones

PP = Promedio de Practicas Calificadas
PL = Promedio Laboratorio

ViIL. FUENTES DE CONSULTA.
Bibliograficas

BOYLESTAD (2005) T eoria de circuitos electronicos... 7st ed.

Lowenberg, E. (2000). Teoria y problemas de circuitos electronicos. Mexico: Libros McGraw-Hill.

Grav. P., Searle, C. and FernandezFerrer, J. (2005). Principios de electronica. Barcelona. efc..
Reverte.

Gray— Meyer: Analisis y Disefio de Circuito Integrado Analdgico, Editorial, P.H.I. 3ra. Edicion.

CHILLING, D. (2016). Principios de electronica. 1st ed.



